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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にゲート電極を形成するステップと、
　前記ゲート電極上にゲート絶縁膜を形成するステップと、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート電極と重ならないようにソース電極およびドレイン
電極をそれぞれ形成するステップと、
　前記ゲート電極、前記ソース電極および前記ドレイン電極上に、前記ゲート電極を跨い
で前記ソース電極と前記ドレイン電極とを繋ぐように、Ｉｎ、ＧａおよびＺｎを含む酸化
物からなる透明アモルファス酸化物半導体層を形成するステップと、
　前記透明アモルファス酸化物半導体層上に、前記ゲート電極をマスクとした前記基板側
からの露光により島状絶縁膜を形成するステップと、
　前記基板の全面に、前記島状絶縁膜をマスクとして、前記島状絶縁膜側からプラズマを
照射するステップと、
　前記島状絶縁膜をマスクとして、前記透明アモルファス酸化物半導体層を、アルカリ溶
液であるレジスト現像液に浸すステップと、
　を備えたことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項２】
　前記透明アモルファス酸化物半導体層を形成するステップは、
　成膜条件の互いに異なる２つ以上の透明アモルファス酸化物半導体層を連続的に成膜し
て積層構造を形成するステップを含む
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　ことを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項３】
　前記透明アモルファス酸化物半導体層を形成するステップは、
　少なくともＡｒおよびＯ２を含む混合ガスを用いて、スパッタリングにより透明アモル
ファス酸化物半導体層を成膜するステップであり、
　前記積層構造の最下層の成膜時には、前記混合ガスの流量に対するＯ２の流量比を５％
以下とし、
　前記積層構造の最上層の成膜時には、前記混合ガスの流量に対するＯ２の流量比を２０
％以上とする
　ことを特徴とする請求項２に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項４】
　前記プラズマを照射するステップは、
　Ｏ２、Ｎ２、ＣＦ４、ＣＨＦ３、Ａｒのうち、少なくとも１つを含むガスを電離させた
プラズマを照射する
　ことを特徴とする請求項１から請求項３までの何れか１項に記載の薄膜トランジスタの
製造方法。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までの何れか１項に記載の薄膜トランジスタの製造方法を用いた
表示装置用電極基板の製造方法であって、
　透明な絶縁性の前記基板上に複数本の走査信号線を形成するステップと、
　絶縁膜を介して前記複数本の走査信号線と交差するように複数本の表示信号線を形成す
るステップと、
　前記複数の走査信号線と前記複数の表示信号線との各交差領域に形成された複数の前記
薄膜トランジスタと電気的に接続されるように複数の表示画素電極を形成するステップと
、をさらに備え、
　前記ゲート電極を形成するステップと、前記複数本の走査信号線を形成するステップと
は、同一ステップであり、
　前記ソース電極およびドレイン電極をそれぞれ形成するステップと、前記複数本の表示
信号線を形成するステップとは、同一ステップである
　ことを特徴とする表示装置用電極基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、透明アモルファス酸化物半導体（ＴＡＯＳ：Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ａ
ｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）を用いた薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）、およびこの薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）を用いた表示装置用電極基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）として、Ｂ／Ｃ型と呼ばれるボトムゲートかつ
トップコンタクト構造のものが広く用いられている。また、近年、ＴＦＴの半導体層とし
て、透明アモルファス酸化物半導体（ＴＡＯＳ）を用いるものが提案されている（例えば
、特許文献１参照）。ここで、ＴＡＯＳをＴＦＴに用いるに際して、半導体層を従来のア
モルファスシリコン（ａ－Ｓｉ：ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）からＴＡＯＳに
置き換えることを念頭に開発が進められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１５０９００号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術には、以下のような課題がある。
　従来のトップコンタクト構造のＴＦＴにおいて、半導体層としてＴＡＯＳを用いる場合
には、ソース電極およびドレイン電極となる金属層がＴＡＯＳ層の直上に位置することと
なる。また、ＴＡＯＳ材料の中で製品化が有力視されるＩＧＺＯ（Ｉｎ、ＧａおよびＺｎ
を含む酸化物）は、酸やアルカリに対する耐薬液性が低く、プラズマダメージを受けやす
い。
【０００５】
　そのため、ソース電極およびドレイン電極のパターニングに際して、耐薬液性が低いＴ
ＡＯＳは、プロセスダメージを受けやすい。すなわち、プロセスに対するマージンが小さ
いので、ＴＦＴ特性の低下や歩留まりの低下を生じやすい。そこで、ＴＡＯＳを用いたＴ
ＦＴ（ＴＡＯＳ　ＴＦＴ）は、ソース電極およびドレイン電極がパターニングされた後に
、ＴＡＯＳ層が形成されるボトムコンタクト構造とすることが望ましい。
【０００６】
　また、従来のａ－Ｓｉを用いたＴＦＴ（ａ－Ｓｉ　ＴＦＴ）は、合わせズレによるＴＦ
Ｔの寄生容量の変動を抑制するために、合わせズレによる影響が小さくなるよう、「Ｕ」
字形状に構成されている。しかしながら、ＴＡＯＳ　ＴＦＴは、ａ－Ｓｉ　ＴＦＴの１０
倍以上の移動度を有するので、「Ｕ」字形状にすると、ＴＦＴのサイズが要求値を超える
こととなる。
【０００７】
　もし、ＴＦＴが要求サイズよりも大きくなると、ＴＦＴの寄生容量による画質への影響
が急激に大きくなるので、ＴＦＴを「Ｕ」字形状にすることはできない。そのため、ＴＡ
ＯＳ　ＴＦＴは、合わせズレによる寄生容量の変動が生じやすいストレート形状をとらざ
るを得ず、必然的に従来のａ－Ｓｉ　ＴＦＴよりも合わせズレによる画質の低下が生じや
すい。
【０００８】
　さらに、従来のトップコンタクト構造のＴＦＴにＴＡＯＳを用いた場合には、ソース電
極およびドレイン電極をゲートに対して位置合わせすることにより、合わせズレマージン
の分だけＴＦＴの寄生容量が大きくなり、かつ合わせズレに応じて表示画面内の寄生容量
の大きさが不均一となる。
【０００９】
　ここで、液晶表示装置において、開口率や画質を向上させるために、ＴＦＴの寄生容量
を低減する方法として、紫外線による裏面露光を用いたｉ／ｓ型のセルフアライン（自己
整合型）ＴＦＴがある。そのため、寄生容量を低減して開口率や画質を向上させるために
、ＴＡＯＳ　ＴＦＴは、セルフアラインとすることが望ましい。
【００１０】
　しかしながら、ＴＡＯＳ　ＴＦＴをボトムコンタクト構造とした場合には、ソース電極
およびドレイン電極となる金属層が遮光性を有するので、ＴＦＴをセルフアラインとする
ことができない。また、ＴＡＯＳ　ＴＦＴを裏面露光によるセルフアラインとした場合に
は、ソース電極およびドレイン電極となる金属層をゲート電極と重なるように配置するこ
とができない。
【００１１】
　つまり、ＴＡＯＳ　ＴＦＴにおいて、ボトムコンタクト構造と裏面露光によるセルフア
ラインとは、ソース電極およびドレイン電極となる金属層が遮光性を有するので、互いに
整合せず、実現することができない。そこで、ボトムコンタクト構造で、かつセルフアラ
インのＴＡＯＳ　ＴＦＴを得るために、以下のような方法が考えられる。
【００１２】
　すなわち、まず、基板上にゲート電極を形成し、ゲート電極上にゲート絶縁膜を形成し
、ゲート絶縁膜上に、ゲート電極と重ならないようにソース電極およびドレイン電極をそ
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れぞれ形成し、ゲート電極、ソース電極およびドレイン電極上に、ゲート電極を跨いでソ
ース電極とドレイン電極とを繋ぐようにＴＡＯＳ層を形成する。
【００１３】
　続いて、ＴＡＯＳ層上に、ゲート電極をマスクとした基板側からの露光により島状絶縁
膜を形成し、基板の全面に、島状絶縁膜をマスクとして、島状絶縁膜側からプラズマを照
射する。これにより、ＴＡＯＳ層のプラズマが照射された領域（島状絶縁膜によってマス
クされていない領域）が低抵抗化され、ＴＡＯＳ層がソース領域、ドレイン領域およびチ
ャネル領域に区分される。そのため、ボトムコンタクト構造で、かつセルフアラインのＴ
ＡＯＳ　ＴＦＴが得られる。
【００１４】
　しかしながら、ＴＡＯＳ層に対するプラズマの照射パワーや照射時間を増加させると、
ＴＡＯＳ層やその他の必要なパターンまでもがエッチングされる。特に、島状絶縁膜とし
て樹脂絶縁膜を用いた場合には、他の材料を用いて島状絶縁膜を形成したときと比較して
、速い速度でエッチングされる。そのため、プラズマ照射だけでは、ＴＡＯＳ層のプラズ
マが照射された領域（ソース領域およびドレイン領域に相当する領域）を十分に低抵抗化
することが困難であるという問題がある。
【００１５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、ボトムコンタク
ト構造で、かつセルフアラインのＴＡＯＳ　ＴＦＴにおいて、ＴＡＯＳ層のソース領域お
よびドレイン領域に相当する領域を十分に低抵抗化することができる製造方法、およびこ
のＴＡＯＳ　ＴＦＴを用いた表示装置用電極基板の製造方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　この発明に係るＴＦＴの製造方法は、基板上にゲート電極を形成するステップと、ゲー
ト電極上にゲート絶縁膜を形成するステップと、ゲート絶縁膜上に、ゲート電極と重なら
ないようにソース電極およびドレイン電極をそれぞれ形成するステップと、ゲート電極、
ソース電極およびドレイン電極上に、ゲート電極を跨いでソース電極とドレイン電極とを
繋ぐように、Ｉｎ、ＧａおよびＺｎを含む酸化物からなる透明アモルファス酸化物半導体
層を形成するステップと、透明アモルファス酸化物半導体層上に、ゲート電極をマスクと
した基板側からの露光により島状絶縁膜を形成するステップと、基板の全面に、島状絶縁
膜をマスクとして、島状絶縁膜側からプラズマを照射するステップと、島状絶縁膜をマス
クとして、透明アモルファス酸化物半導体層を、アルカリ溶液であるレジスト現像液に浸
すステップと、を備えたものである。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明に係るＴＦＴの製造方法によれば、透明アモルファス酸化物半導体層上に、ゲ
ート電極をマスクとした基板側からの露光により島状絶縁膜を形成した後、基板の全面に
、島状絶縁膜をマスクとして、島状絶縁膜側からプラズマを照射し、続いて、島状絶縁膜
の周囲に露出した透明アモルファス酸化物半導体層をアルカリ溶液に浸している。これに
より、透明アモルファス酸化物半導体層の島状絶縁膜から露出した領域（ソース領域およ
びドレイン領域に相当する領域）がさらに低抵抗化される。
　そのため、ボトムコンタクト構造で、かつセルフアラインのＴＡＯＳ　ＴＦＴにおいて
、ＴＡＯＳ層のソース領域およびドレイン領域に相当する領域を十分に低抵抗化すること
ができる製造方法、およびこのＴＡＯＳ　ＴＦＴを用いた表示装置用電極基板の製造方法
を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明の実施の形態１に係るＴＡＯＳ　ＴＦＴの構成を示す断面図である。
【図２】（ａ）、（ｂ）は、この発明の実施の形態１に係るＴＡＯＳ　ＴＦＴのＴＡＯＳ
層の抵抗値を、アルカリ溶液に浸したものと浸していないものとで比較して示す説明図で
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ある。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、この発明に係るＴＦＴおよび表示装置用電極基板の好適な実施の形態につき図面
を用いて説明するが、各図において同一、または相当する部分については、同一符号を付
して説明する。
【００２０】
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１に係るＴＡＯＳ　ＴＦＴ１０の構成を示す断面図であ
る。図１において、ＴＡＯＳ　ＴＦＴ１０は、ガラス基板１１と、ゲート電極１２と、ゲ
ート絶縁膜１３と、ソース電極１４と、ドレイン電極１５と、第１ＴＡＯＳ層１６（透明
アモルファス酸化物半導体層）と、第２ＴＡＯＳ層１７（透明アモルファス酸化物半導体
層）と、島状絶縁膜１８と、樹脂絶縁膜１９とを備えている。
【００２１】
　ゲート電極１２は、ガラス基板１１上に形成されている。なお、基板は、ガラス基板１
１に限定されず、透明で、かつ絶縁性を有していればよい。ゲート絶縁膜１３は、ゲート
電極１２上に形成されている。ソース電極１４およびドレイン電極１５は、ゲート絶縁膜
１３上に、ゲート電極１２と重ならないようにそれぞれ形成されている。
【００２２】
　第１ＴＡＯＳ層１６は、ゲート電極１２、ソース電極１４およびドレイン電極１５上に
、ゲート電極１２を跨いでソース電極１４とドレイン電極１５とを繋ぐように形成された
ＴＡＯＳ層である。ここで、第１ＴＡＯＳ層１６および第２ＴＡＯＳ層１７は、材料とし
て、上述したＩｎ、ＧａおよびＺｎを含む酸化物であるＩＧＺＯを用いている。
【００２３】
　第２ＴＡＯＳ層１７は、第１ＴＡＯＳ層１６に積層して連続的に形成され、かつゲート
電極１２、ソース電極１４およびドレイン電極１５上に、ゲート電極１２を跨いでソース
電極１４とドレイン電極１５とを繋ぐように形成されたＴＡＯＳ層である。ここで、第２
ＴＡＯＳ層１７は、第１ＴＡＯＳ層１６とは異なる成膜条件（後述する）によって形成さ
れ、第１ＴＡＯＳ層１６および第２ＴＡＯＳ層１７は、積層構造を構成している。
【００２４】
　島状絶縁膜１８は、第２ＴＡＯＳ層１７上に、ゲート電極１２をマスクとしたガラス基
板１１側からの露光（裏面露光）により形成された絶縁膜である。樹脂絶縁膜１９は、第
２ＴＡＯＳ層１７および島状絶縁膜１８上に形成されている。
【００２５】
　ここで、第１ＴＡＯＳ層１６および第２ＴＡＯＳ層１７の、島状絶縁膜１８と重ならな
い領域の抵抗値は、後述するプラズマ処理により、島状絶縁膜１８と重なる領域の抵抗値
よりも低抵抗化されている。具体的には、第１ＴＡＯＳ層１６は、ソースとして機能する
ソース領域１６ａ、ドレインとして機能するドレイン領域１６ｂおよびチャネル領域１６
ｃを含む。
【００２６】
　なお、第２ＴＡＯＳ層１７は、後述するように、Ｏ2の含有量が大きいので、プラズマ
処理によってもなお絶縁性を有し、ソース領域１６ａを保護するソース保護領域１７ａ、
ドレイン領域１６ｂを保護するドレイン保護領域１７ｂおよびチャネル領域１６ｃを保護
するチャネル保護領域１７ｃを含む。
【００２７】
　このとき、第１ＴＡＯＳ層１６および第２ＴＡＯＳ層１７のチャネル領域１６ｃおよび
チャネル保護領域１７ｃは、後述するように、ゲート電極１２に対してセルフアラインと
なり、ソース領域１６ａおよびソース保護領域１７ａとドレイン領域１６ｂおよびドレイ
ン保護領域１７ｂとの間に形成されている。
【００２８】
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　なお、ＴＡＯＳ　ＴＦＴ１０を用いた表示装置用電極基板は、ＴＡＯＳ　ＴＦＴ１０に
加えて、ガラス基板１１上に形成された複数本の走査信号線（図示せず）と、絶縁膜（図
示せず）を介して複数本の走査信号線と交差するように形成された複数本の表示信号線（
図示せず）と、複数の走査信号線と複数の表示信号線との各交差領域に形成された複数の
ＴＡＯＳ　ＴＦＴ１０と電気的に接続された複数の表示画素電極（図示せず）とをさらに
備えて構成される。
【００２９】
　また、この表示装置用電極基板において、ゲート電極１２は、走査信号線の一部または
延在部から構成され、ソース電極１４およびドレイン電極１５は、表示信号線と同一工程
によって形成されている。
【００３０】
　続いて、ＴＡＯＳ　ＴＦＴ１０の製造方法を、手順に沿って説明する。
　まず、ガラス基板１１上にゲート電極１２を形成する。ここで、ゲート電極１２は、例
えばスパッタリングによって形成された金属層をパターニングすることによって形成され
る。続いて、ゲート電極１２上に、ゲート絶縁膜１３を形成する。ここで、ゲート絶縁膜
１３は、例えばＣＶＤによって形成される。
【００３１】
　次に、ゲート絶縁膜１３上に、ゲート電極１２と重ならないようにソース電極１４およ
びドレイン電極１５を形成する。ここで、ソース電極１４およびドレイン電極１５は、例
えばスパッタリングによって形成された金属層をパターニングすることによって形成され
る。
【００３２】
　続いて、ゲート電極１２、ソース電極１４およびドレイン電極１５上に、ゲート電極１
２を跨いでソース電極１４とドレイン電極１５とを繋ぐように、第１ＴＡＯＳ層１６を形
成する。ここで、第１ＴＡＯＳ層１６は、少なくともＡｒおよびＯ2を含む混合ガスを用
いて、スパッタリングにより形成される。
【００３３】
　次に、第１ＴＡＯＳ層１６に積層して連続的に、かつゲート電極１２、ソース電極１４
およびドレイン電極１５上に、ゲート電極１２を跨いでソース電極１４とドレイン電極１
５とを繋ぐように、第２ＴＡＯＳ層１７を形成する。ここで、第２ＴＡＯＳ層１７は、少
なくともＡｒおよびＯ2を含む混合ガスを用いて、スパッタリングにより形成される。
【００３４】
　このとき、第１ＴＡＯＳ層１６は、例えば混合ガスの流量に対するＯ2の流量比１％で
成膜され、第２ＴＡＯＳ層１７は、例えば混合ガスの流量に対するＯ2の流量比３３％で
成膜される。
【００３５】
　続いて、第２ＴＡＯＳ層１７上に、ゲート電極１２をマスクとしたガラス基板１１側か
らの露光（裏面露光）により、島状絶縁膜１８を形成する。ここで、島状絶縁膜１８の材
料として、塗布成膜可能な樹脂製材料や酸化シリコン系または窒化シリコン系のＳｉＮｘ
、ＳｉＯｘまたはＳｉＯｘＮｙが考えられる。
【００３６】
　次に、ガラス基板１１の全面に、島状絶縁膜１８をマスクとして、島状絶縁膜１８側か
らプラズマを照射する。このとき、Ｏ2、Ｎ2、ＣＦ4、ＣＨＦ3、Ａｒのうち、少なくとも
１つを含むガスを電離させたプラズマがガラス基板１１に照射される。ここで、第１ＴＡ
ＯＳ層１６および第２ＴＡＯＳ層１７にプラズマが照射されると、ＴＡＯＳ層（ＩＧＺＯ
）中の酸素原子が叩き出されて酸素空孔が増加し、性質が導体側に近付く。
【００３７】
　続いて、島状絶縁膜１８の周囲に露出した第１ＴＡＯＳ層１６および第２ＴＡＯＳ層１
７をアルカリ溶液に浸す。このとき、アルカリ溶液としてレジスト現像液ＮＭＤ－３（Ｔ
ＭＡＨ＝２．３８％）を用い、第１ＴＡＯＳ層１６および第２ＴＡＯＳ層１７を浸す時間
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を２０分とする。なお、この処理（アルカリ溶液処理）に用いるアルカリ溶液および第１
ＴＡＯＳ層１６および第２ＴＡＯＳ層１７を浸す時間は、これらものに限定されず、異な
るものであってもよい。
【００３８】
　透明アモルファス酸化物半導体（ＴＡＯＳ）は、金属と酸素との化合物であり、それら
が互いにイオン性結合している。そのため、ＴＡＯＳ層をアルカリ溶液に浸すと、還元反
応によってＴＡＯＳ層から酸素が抜けて、金属の割合が増える。この結果、ＴＡＯＳ層の
抵抗値が低下して性質が導体側に近付く。
【００３９】
　これにより、第１ＴＡＯＳ層１６および第２ＴＡＯＳ層１７のソース領域１６ａおよび
ソース保護領域１７ａとドレイン領域１６ｂおよびドレイン保護領域１７ｂとが十分に低
抵抗化され、ソース領域１６ａおよびドレイン領域１６ｂが電極として使用できる程度の
導電率となる。続いて、第２ＴＡＯＳ層１７および島状絶縁膜１８上に、樹脂製材料によ
り、樹脂絶縁膜１９を形成する。
【００４０】
　なお、ＴＡＯＳ　ＴＦＴ１０を用いた表示装置用電極基板の製造方法は、ＴＡＯＳ　Ｔ
ＦＴ１０の製造方法に加えて、以下の手順を備えている。すなわち、ガラス基板１１上に
複数本の走査信号線（図示せず）を形成する手順と、絶縁膜（図示せず）を介して複数本
の走査信号線と交差するように複数本の表示信号線（図示せず）を形成する手順と、複数
の走査信号線と複数の表示信号線との各交差領域に形成された複数のＴＡＯＳ　ＴＦＴ１
０と電気的に接続されるように複数の表示画素電極（図示せず）を形成する手順とをさら
に備えている。
【００４１】
　また、この表示装置用電極基板の製造方法において、ゲート電極１２は、複数本の走査
信号線を形成する手順において同時に形成され、ソース電極１４およびドレイン電極１５
は、複数本の表示信号線を形成する手順においてそれぞれ同時に形成される。
【００４２】
　ここで、ＴＡＯＳ　ＴＦＴ１０の第１ＴＡＯＳ層１６におけるアルカリ溶液（現像液）
処理後の抵抗値を、図２に示す。図２（ａ）は、アルカリ溶液処理を実行したＴＡＯＳ　
ＴＦＴ１０の抵抗値を示し、図２（ｂ）は、アルカリ溶液処理を実行していないＴＡＯＳ
　ＴＦＴ１０の抵抗値を示している。
【００４３】
　図２より、アルカリ溶液処理を実行した場合には、処理直後の抵抗値にばらつきが生じ
るものの、その後のアニールによってアルカリ溶液処理前よりも抵抗値が低下することが
分かる。また、アルカリ溶液処理を実行しない場合には、アニールによって抵抗値が変化
しないか、または上昇することが分かる。
【００４４】
　上述したように、この実施の形態１では、ＴＡＯＳ層を導体と見なせるまで抵抗値を低
下させることにより、チャネル領域と、ソース領域およびドレイン領域を一体化させるこ
とができ、ＴＦＴサイズの縮小による寄生容量の低減を図ることができる。
【００４５】
　また、液晶表示装置において、従来ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）で形
成していた画素電極を、ＴＡＯＳで形成することが可能となり、画素電極とソース領域と
を一体化させることによる開口率の向上や、ＩＴＯ層の廃止による省プロセスを図ること
ができる。
　さらに、将来的にアルカリ溶液処理（アルカリ還元反応）のみで十分な低抵抗化が可能
になれば、プラズマ照射を廃止することで、さらなる省プロセスを図ることができる。
【００４６】
　以上のように、実施の形態１に係るＴＦＴによれば、透明アモルファス酸化物半導体層
上に、ゲート電極をマスクとした基板側からの露光により島状絶縁膜を形成した後、基板
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の全面に、島状絶縁膜をマスクとして、島状絶縁膜側からプラズマを照射し、続いて、島
状絶縁膜の周囲に露出した透明アモルファス酸化物半導体層をアルカリ溶液に浸している
。これにより、透明アモルファス酸化物半導体層の島状絶縁膜から露出した領域（ソース
領域およびドレイン領域に相当する領域）がさらに低抵抗化される。
　そのため、ボトムコンタクト構造で、かつセルフアラインのＴＡＯＳ　ＴＦＴにおいて
、ＴＡＯＳ層のソース領域およびドレイン領域に相当する領域を十分に低抵抗化すること
ができる製造方法、およびこのＴＡＯＳ　ＴＦＴを用いた表示装置用電極基板の製造方法
を得ることができる。
【符号の説明】
【００４７】
　１１　ガラス基板、１２　ゲート電極、１３　ゲート絶縁膜、１４　ソース電極、１５
　ドレイン電極、１６　第１ＴＡＯＳ層、１６ａ　ソース領域、１６ｂ　ドレイン領域、
１６ｃ　チャネル領域、１７　第２ＴＡＯＳ層、１７ａ　ソース保護領域、１７ｂ　ドレ
イン保護領域、１７ｃ　チャネル保護領域、１８　島状絶縁膜、１９　樹脂絶縁膜。

【図１】 【図２】
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